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Электрооптические преобразователи солнечной энергии в элек-
трическую конструктивно базируется на триодных униполярных 
структурах типа металл-диэлектрик-полупроводник (МДП). Основ-
ным элементом таких МДП – структур является подзатворный ди-
электрический слой, обычно представляющий оксид полупровод-
ника [1]. Стандартной является структура типа Si- SiO2-Al.  Форми-
рование подзатворных оксидных слоев осуществляется методом 
термического окисления в сухом и влажном кислороде. Однако по-
лученные таким методом слои являются пористыми, обладают за-
ниженным значением электрической прочностью и неста-
бильностью этих параметров. Этих недостатков практически лишен 
метод формирования слоев SiO2 в кислородной плазме тлеющего 
разряда, для реализации которого необходимо специальное устрой-
ство подвода формовочного потенциала [2]. 

Нами для получения подзатворного слоя SiO2 указанным мето-
дом разработано устройство для формирования диэлектрических 
пленок в кислородной плазме.

На рисунке 1 приведена конструкция устройства.

Рис. 1

ислоисло
сунке 1 пунке 1 

лу
тано усано ус
ороднойородно

прир

овочнвочн
учения пучения п
стройстр

лоелое
ии котории ко
чного пого 

по

ов. Этиов. Эти
ев в SiOO22 в
торогторог

являявля
электричэлектри
их недосих не

кики

оеое
влажновлажно
яются пояются по

чесчес

яющяющ
ура типура типаа
в осущев осуще
ом киом к

дныхдн
водник (Мводник (М
тся подзаттся подзат
оксид оксид 

SS

энергииэне
ых униполых ун

МДП).МДП

кий

гии в элеи в
олярля

гии
олл

Н., Н., 

ийий

http://rep.bsatu.by


198

Устройство для формирования диэлектрических пленок содер-
жит остов 1 токоввода, диэлектрическую пробку 2, пружину 3, то-
копроводящий зонд 4, прижимное устройство 5, концевое устрой-
ство 6, образец 7 – пленки металла или полупроводника, нанесен-
ного на изолирующую подложку 8, корпус 9 устройства, ось 10 и 
диэлектрическую оболочку 11.

Остов токоввода выполнен из жаростойкого вакуумного диэлек-
трика с оплавленным концом, в который введена ось 10. Остов по-
движно соединен с концевым устройством, позволяющим свободно 
поворачивать и перемещать остов токоввода на оптимальные рас-
стояния в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Концевое 
устройство жестко соединено с корпусом устройства.

Второй конец остова токоввода имеет чистую притертую по-
верхность. Диэлектрическая пробка, в которой закреплен токопро-
водящий зонд свободно плавает внутри остова токоввода.

Устройство работает следующим образом.
Требуемое давление токопроводящего зонда на поверхность по-

лупроводникового образца 7 осуществляется пружиной. Диэлек-
трическая пробка притерта по отверстию остова токоввода и обес-
печивает надежную его изоляцию и изоляцию пружины от кисло-
родной плазмы. Выходящий из остова токоввода токопроводящий 
зонд 4 одет в диэлектрическую оболочку, которая плотно прилегает 
к стенкам остова токоввода. Прижимное устройство, жестко за-
крепленное на корпусе устройства, служит для получения нужного 
давления наконечника остова токоввода на поверхность окисляемо-
го образца и для предотвращения смещения остова токоввода в го-
ризонтальной плоскости.

Для получения диэлектрического окисного слоя на полупровод-
никовом образце последний подводится к окну плазменного гене-
ратора. Выходящая из генератора кислородная плазма омывает по-
верхность образца, подлежащую окислению, в результате чего про-
исходит взаимодействие ионов полупроводника с кислородом, т.е. 
образуется и растет слой окисла, причем структура и толщина 
окисной пленки зависят от формовочного потенциала.

Выбором при помощи прижимного устройства и концевого 
устройства требуемого прилегания конца остова токоввода к окис-
ляемому образцу можно получить высокую защиту контакта токо-
проводящего зонда 4 и образца от взаимодействия кислородной 

ок

верхверх
исходиисход
образобраз

овомовом
тора. Вытора. Вы
хность хность 

ьно
полученполуче
м образцм образ
ыхо

и для для
ой плоскй плос
ения ния

рпупу
ечника оечника о
предотпредот
коко

оковвооков
усе уструсе уст

ост

щий ищий и
ческую оескую 
вода. Пвода. П

отвотв
ляцию и ляцию и
из остоваиз осто
оболочобол

щщ
уществлуществл
верстию верстию 

изиз

и остост
образомобразом
щего зондего зонд

ляетсляе

ойстойс
чистую пчистую п
рой закрепрой закреп

токоввтоковв

птимпти
скостях. скос
тва.тва.

притеприт

Ост
щим свобоим сво
имальные раальные ра
х. КонцК

ими
ях. 

диэледиэл к-
Остов по-Остов по

ободно но 
ра

0 и 

к-



199

плазмы, что приведет к увеличению формовочного потенциала без 
переброса тлеющего разряда на остов токоввода, т.е. позволит уве-
личить толщину растущего диэлектрического слоя и улучшить его 
структуру.

Надежный контакт токопроводящего зонда с образцом обеспе-
чивается в течение всего процесса окисления в плазме О2 опти-
мальным выбором давления пружины. 

В результате возможно получение диэлектрического подзатвор-
ного слоя заданной в пределах от 0,01 до 1 мкм толщины с одно-
родной структурой и высокими электрическими свойствами.
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В технологии оптоэлектронных приборов нагрев подложек осу-
ществляется посредством терморезистивных элементов и инфра-
красных ламп [1]. Однако такие устройства нагрева не обеспечива-
ют локальный нагрев подложек и вариацию их температуры в ши-
роких пределах, потребляют в процессе работы значительную элек-
троэнергию.

Нами разработано устройство нагрева как полупроводниковых, 
так и диэлектрических подложек, которое обеспечивает локальный 
нагрев подложек с регулированием их температуры и минималь-
ным потреблением электроэнергии. Такой эффект достигнут вслед-
ствие размещения нагревательного элемента внутри металлическо-
го столика, на котором закреплена подложка. Нагревательный эле-
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